Информация для подготовки к контролю модуля 1 (ЭиМЭ, ИУ2, 2015 уч. г.)
Контроль проводится в письменной форме (ответы на вопросы контрольного билета). В билете 3 вопроса. Время проведения 15-20 минут.
Вопрос 1 носит теоретический характер и требует развернутого ответа (кратко, но с изложением принципиально важных моментов). Вопросы 2 и 3 требуют краткого ответа – нарисовать ВАХ, нарисовать схему и т. п., допускается давать краткие пояснения. Оценки: минимальная 6 баллов, максимальная 10 баллов.
Вопрос 1.
1. Собственные полупроводники. Основные свойства.  
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2. Примесные полупроводники. Основные свойства. 
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3. Токи в полупроводниках.  
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4. Процессы в pn-переходе при отсутствии внешнего напряжения. 
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5. Процессы в pn-переходе при прямом включении. 
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6. Процессы в pn-переходе при обратном включении. 
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7. Принцип работы выпрямляющего контакта металл-полупроводник.

8. Ёмкости pn-перехода.

9. Пробой pn-перехода.
10. Отличия реального диода от идеального pn-перехода. 
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11. Работа диода на высоких частотах (временные диаграммы с пояснением).

12. Работа диода в импульсном режиме (временные диаграммы с пояснением).
13. Принцип работы и ВАХ биполярного транзистора (схема ОБ).
14. Принцип работы и ВАХ биполярного транзистора (схема ОЭ).
15. Принцип работы полевого транзистора с управляющим переходом.

16. Принцип работы полевого транзистора с индуцированным каналом.

17. Принцип работы полевого транзистора со встроенным каналом.

Вопрос 2.

1. Нарисовать энергетические диаграммы собственного полупроводника, полупроводника n- и p-типа.

2. Нарисовать энергетические диаграммы pn-перехода при отсутствии внешнего напряжения, при прямом и при обратном включении.
3. Нарисовать в одной системе координат ВАХ германиевого и кремниевого диодов.

4. Проиллюстрировать влияние температуры на ВАХ диода.

5. Нарисовать в одной системе координат ВАХ идеального pn-перехода и реального диода.

6. Нарисовать ВАХ стабилитрона.

7. Нарисовать семейство входных и выходных ВАХ биполярного транзистора в схеме ОБ.

8. Нарисовать семейство входных и выходных ВАХ биполярного транзистора в схеме ОЭ.

9. Проиллюстрировать влияние температуры на ВАХ биполярного транзистора (схемы ОЭ и ОБ).
10. Смысл параметра h11Э. Определение h11Э  по ВАХ.

11. Смысл параметра h12Э. Определение h12Э  по ВАХ.

12. Смысл параметра h21Э. Определение h21Э  по ВАХ.

13. Смысл параметра h22Э. Определение h22Э  по ВАХ.
14. Нарисовать семейство выходных ВАХ и ВАХ передачи полевого транзистора с управляющим переходом (схема ОИ).

15. Проиллюстрировать влияние температуры на ВАХ передачи полевого транзистора.

16. Нарисовать семейство выходных ВАХ и ВАХ передачи полевого транзистора с индуцированным каналом (схема ОИ).

17. Нарисовать семейство выходных ВАХ и ВАХ передачи полевого транзистора со встроенным каналом (схема ОИ).
18. Нарисовать семейство ВАХ тиристора для нескольких значений управляющего тока.

Вопрос 3.

1. Структура точечного диода.

2. Структура сплавного диода.

3. Структура диффузионного диода.

4. Нарисовать схему 1-полупериодного выпрямителя на диоде и временные диаграммы ее работы на низкой и повышенной частоте.
5. Нарисовать мостовую схему выпрямителя и временные диаграммы ее работы (при наличии и при отсутствии конденсатора).

6. Нарисовать схему включения стабилитрона.
7. Структура сплавного биполярного транзистора.

8. Структура диффузионного биполярного транзистора.

9. Структура эпитаксиально-планарного биполярного транзистора.

10. Структура МОП-транзистора с индуцированным каналом.

11. Структура МОП-транзистора со встроенным каналом.
12. Нарисовать схему ключа на биполярном транзисторе и временные диаграммы его работы (входное напряжение, ток коллектора, напряжение коллектор-эмиттер).

13. Нарисовать эквивалентную схему полупроводникового диода.

14. Нарисовать Т-образную эквивалентную схему биполярного транзистора (схема ОЭ).

15. Нарисовать эквивалентную схему полевого транзистора с управляющим переходом.
16. Нарисовать двухтранзисторную схему замещения тиристора.

17. Нарисовать схему задания статического режима биполярного транзистора с фиксированным базовым током.
18. Нарисовать схему задания статического режима биполярного транзистора с эмиттерной связью.
